Na 242 Aula:
O MOSFET como Amplificador

Ao final desta aula vocé deve ter se tornado apto a:
- Distinguir a aplicacao do MOSFET polarizado no corte, na regiao
triodo e na regiao de saturacao

- Explicar a utilizacao do MOSFET como amplificador quando opera na
regiao de saturacao

- Empregar o Modelo para pequenos sinais para calcular o ganho de
tensao em amplificadores como MOSFET



odelos Equivalentes de Circuitos para
Pequenos Sinais
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Modelos Equivalentes de Circuitos para
Pequenos Sinais
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Modelos Equivalentes de Circuitos para
Pequenos Sinais
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242 Aula:
O MOSFET como Amplificador Il

Ao final desta aula vocé devera estar apto a:
- Empregar o Modelo para pequenos sinais para calcular o ganho de
tensao em amplificadores como MOSFET

- Identificar as configuracoes basicas de amplificadores MOSFET
empregados em Circuitos Integrados

- Explicar a necessidade de polarizar para 15 constante

- Determinar o ganho de tensao nas configuracoes fonte comum,
porta comum e dreno comum



NMOSEET

* Regido Triodo:
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Modelos Equivalentes de Circuitos para
Pequenos Sinais
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Modelos Equivalentes de Circuitos para
Pequenos Sinais
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Ex. 4.10: Amplificador MOSFET fonte comum empregando um resistor
de realimentac@o dreno-porta: Qual o ganho de tens@o? Qual a
resisténcia de entrada? Qual o maior sinal possivel na entrada?
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Ex. 4.10: Qual o ganho de tensto?
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Ex. 4.10: Qual a resisténcia de entrada?
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Ex. 4.10: Qual o maior sinal possivel na entrada?
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= Devemos manter o MOSFET ;10 saturagdo:
Ups = Ugs = Vy 00 Upgrin = Ugsmax — Vs
Vis —|A,|Av; = Vg + Av, -V,
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Configuracoes Bdasicas de Amplificadores MOS em
Circuitos Integrados
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Configuracoes Bdasicas de Amplificadores MOS em
Circuitos Integrados
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